NIZKOFREKVENCNI TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty lcso pii Uce hzie pfi Uce Ic Fmax fr <}
ma h * Ucg* Ig* f in -
Ucs Ucs o I P 9 x 21k CB E & mi 5
v mA mA mw °C A v v mA dB  MHz @
101NU70 10 20 -3 30 20 5 > 0,84+ 5= -1* 0,2* T
102NU70 20 25 -5 50 15 5 092 —0,95* 5+ —1* 0,5* T1
103NU70 20 25 —5 50 10 5 > 0,95* 5* -1* 0,5* T1
104NU70 20 25 -5 50 10 5 > 0,95* 5+ —1* 15 05 T
105NU70 32 301 10 —-12 125 75 12 4,5 20— 40 2 0,5 10 0,6* T1
106NU70 32 301 10 -12 125 75 12 4.5 0-—-75 2 3 10 0,8* T
107NU70 32 307 10 —12 125 75 12 4,5 65 =130 2 3 10 1* ™
101NU71 30 302) 250 1256) 75 10 [-] 45— 120 6 —10* 10 0,7 T
102NU71 30 309) 250 125¢) 75 10 6 65 — 220 6 —10* - 0,7 T
103NUT1 48 482) 250 125¢) 75 10 6 45 — 220 6 —10* — 0.7 T
104NU71 20 202) 250 1256) 75 10 6 45 —120 6 —10* 10 0,7 T
105NU70 bily 15 15 10 —12 125 75 10 4,5 20— 45 2 0,5 10 0.4 T
106NU70 bily 15 15 10 —12 125 75 HY 4,5 34-73 2 3 10 0,6 T
107NU70 bily 15 15 10 -12 125 75 10 4,5 68 — 120 2 3 10 0,8 T
" Rpe <600 Q ¢) S chladicl plochou v&tsi nei 12,5 cm?, Pc max = 165 mW
2 Rpp < 500 Q 7 be = 25°C
NIZKOFREKVENCNI A VYSOKOFREKVENCNI TRA NZISTORY P-N-P
Typ Mezni hodnoty lcso pFi Ucs :215 pfi  Uce le Fmax frmin @
- I - , " t
Uca Uce le le Pe Bi mes ae £ ?g I
vV v mA mA mW  °C uA Vv v mA  dB MHz! &

Nahrada za OC72, OC76, OC77: GC507 — GC509
OC70, OC71, OC75: GC515 — GC519

NIZKOFREKVENCNI TRANZISTORY

GC507 —32 —327) —125 130 1259) 75 —10 —6 45— 120 —6 10* 15 =03 T5
GCs508 -32 —32" —125 130 125¢) 75 —-10 -6 65— 220 —6 10* >0,3 15
GC509 —60 —607) —125 130 125¢%) 75 —-10 —6 > 45 —6 10* =0,3 T5
GC515 —-32 =32 —125 130 125 75 —10 —6 20 — 40* -6 1* 12 =03 T5
GC516 -32 -32 —125 130 125 75 —=10 —6 30 — 60* —6 1* 12 =03 15
GC517 =32 -32 =125 130 125 75 —-10 —6 50—-100* —6 1* 12 =03 15
GC518 —-32 —-32 —125 130 125 75 —-10 —6 75—150* —6 1* 12 >0,3 15
GCs19 =32 -32 =125 130 125 75 —10e: —6 125 —-250* —6 1™ 12 =03 15
VYSOKOFREKVENCNI TRANZISTORY
rraa2
cerveny —-25 —20 —10 1 50 90 —4 —10 40 — 80* —6 1* 4 80 T9
modry —25 —20 —-10 11 50 90 —4 -10 50 —100* —6 1* 4 80
bily (¢erny) —25 —-20 -=10 11 50 90 —4 —10 90— 300* —6 1+ 4 80
rrT3a2a2a —25 =20 —10 n 50 90 —4 -10 30 -100 —6 1* 4 80 T9
) Rgg < 500 Q
¢) S chladici plochou vétsi nei
12.5 Cl'ﬂz. PC max = 165 mw
VYSOKOFREKVENCNI MESA TRANZISTORY P-N-P
Typ Mezni hodnoty lcao pfi Ucs hzie  pfi Uce Ig* f rob” o
max [hatel* —lg  fr* Cv'e B
Ues Uce e Us Pc B hzie® 3
V.oV mA V  mw ¢ A v v mA  MHz ps o
GF505 —24 =18 —10 =03 60% 90 -10 —12 70 > 25@ -12 1+ 0,001 < 152) T8
24>17* —-12 1+ 100 )
GF506 —-24 -—-18 =10 =03 60Y% 90 =10 -12 20 > 10® —12 1* b.OOI < 15?) T8
22>17* —-12 1¢ - 100
GF507 -20 -—-15 =10 —03 60Y% 90 —5 —20 30 =10 -12 1,5* 3<59 18
5> 2,5* —-12 1.5* 100
rT328A (AF106) —25 —18 —10 —03 60 90 —5 =20 40 > 20 —-12 -1 > 400+ 6 Ti0
rr32se (AF109R) 20 -15 —10 0,3 &0 90 -6 —20 40=-20 12 1,5 —_ T10
rT346A (AF239) =20 —-15 -10 —0,3 60 90 —& —20 45>10 2 —10 -2 700 — T10
73466 (AF139) 20 -15 =10 =03 60 90 —6 —20 40 = 10 —12 ‘1.5 600 — T10
rT346B (AF2395) -20 —15 —10 -0,3 60 90 —b6 —20 40 > 10 -10 -2 780 — To

?) —Upp =12V, lg =1 mA, f =2 MHz

200

5) f =2 MHJ‘_, "UL'B = 12 V, |1:' 1,5 mA

‘) Yq max = 45 °C



